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【手続補正書】
【提出日】平成26年10月2日(2014.10.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項９】
　（ａ）基板上に、第１の導電膜からなるゲート電極を形成する工程と、
　（ｂ）前記ゲート電極上に、ゲート絶縁膜を形成する工程と、
　（ｃ）前記ゲート絶縁膜上に、第１の半導体層およびその上の第２の半導体層を含む半
導体膜を形成する工程と、
　（ｄ）前記半導体層を覆うように第２の導電膜を成膜し、所定のエッチングプロセスに
より、前記第２の導電膜を加工して前記半導体膜上にソース電極およびドレイン電極を形
成すると共に、前記ソース電極と前記ドレイン電極の間の領域に前記半導体膜を露出させ
る工程と、を備え、
　前記工程（ｄ）では、前記ソース電極と前記ドレイン電極の間の領域において、前記第
２の導電膜が除去され、前記第１の半導体層が露出する
ことを特徴とする薄膜トランジスタの製造方法。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　また、本発明に係る薄膜トランジスタの製造方法は、（ａ）基板上に、第１の導電膜か
らなるゲート電極を形成する工程と、（ｂ）前記ゲート電極上に、ゲート絶縁膜を形成す
る工程と、（ｃ）前記ゲート絶縁膜上に、第１の半導体層およびその上の第２の半導体層
を含む半導体膜を形成する工程と、（ｄ）前記半導体層を覆うように第２の導電膜を成膜
し、所定のエッチングプロセスにより、前記第２の導電膜を加工して前記半導体膜上にソ
ース電極およびドレイン電極を形成すると共に、前記ソース電極と前記ドレイン電極の間
の領域に前記半導体膜を露出させる工程と、を備え、前記工程（ｄ）では、前記ソース電
極と前記ドレイン電極の間の領域において、前記第２の導電膜が除去され、前記第１の半
導体層が露出するものである。
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